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NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

| Tranzystory
typu BD 136, BD 138, BD 140 |

!

BN-83

3375-32/05

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczeg6-
tlowe wymagania dotyczace krzemowych tranzystorow
p-n-p Sredniej mocy, malej czgstotliwosci, wykonanych
technologia epitaksjalno-planarng, typu BD 136,
BD 138, BD 140 w obudowie plastykowej, przeznaczo-
nych do sprzgtu powszechnego uzytku oraz urzadzen

wymagajacych zastosowan elementdw- o wysokiej

i bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory przeznaczone s3 do pracy w stopniach
sterujacych i wyjsciowych wzmacniaczy mocy matej
czgstotliwosci oraz w uktadach konwergancji i odchyla-
nia pionowego telewizyjnych odbiornik6w czarno-bia-
tych. Tranzystory typu BD 136, BD 138, BD 140 moga
by¢ stosowane jako pary komplementarne z tranzysto-
rami typu BD 135, BD 137, BD 139. |

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:

— standardowej jakosci (poziom jakosci I) —

40/100/04, |
— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) —
40/100/21,

— bardzo wysokiej jako$ci (poziom jakosci IV) —
40/100/56.

2. Przyklad oznaczenia tranzystor6w
“a) standardowej jakosci:

TRANZYSTOR BD 136-6 BN-83/3375-32/05
b) wysokiej jako$ci:

TRANZYSTOR BD 136-6/3 BN-83/3375-32/05
c) bardzo wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BD 136-6/4 BN-83/3375-32/05

3. Cechowanie tranzystor6w powinno zawiera¢ nastg-
pujace dane: ' '

a) nazw¢ producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu),

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorOw wyso-
kiej i bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jako$ci powinny byé znakowa-
ne cyfrg 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci
cyfra 4, umieszczong po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 1. Oznaczenie obudowy stosowane
- przez producenta — CE 39.

«--;n.:
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BN-83/3375-232/00]

Obudowa CE 39

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 39

Symbol Wymiary, mm

Wy min nom max

A 10,16 - 11,43

B 2,29 - 3,04

b 0,64 — 0,88

c 0,39 0,5 0,63

7,12 — 8,36

e 2,04 2:3 2,54

/ 15,12 15,5 16,63

‘oP 2,54 - 33

3,31 3,75 444

d o 1.2 —_ |
5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/

3375-32/00 p. 5.1.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Dyrektora O$rodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw' Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
dnia 29 grudnia 1983 r. 4
jako norma obowiazujgca od dnia 1 lipca 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1986, poz. 33)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJUNE ,ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,00 Nakt. 2600 + 40 Zam. 3852/86

Cena z4 27,00
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6. Wymagania szczegélowe do badan grupy A, B, C
i D:

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw
I, b @ P wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 1,

c) badania grupy B, C i D wg tabl. 3,
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 4.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-80/3375-32/00.

1

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4, C2

Metoda Wartosci graniczne
Podgrupa Rodzaj Kontrolowany pomiaru ; ; Jed-
badan ,badania parametr wg PN-74/ HI, Pl nostka pla 135 a2 % a9
T-01504 min | max | min | max | min | max
1 2 C 3 4 5 6 7| 81 9 {10 |11 ] 12
A2 Sprawdzenie | —7 o5, arkusz 05 | —Ugg =30 V nA | — | 100| — | 100 | — [ 100
podstawo- ) py
woily, (s —U(BR)CEO' arkusz 03 | —I. = 20 mA \% 45 | — 60 — 80 —
metrow elek- —U pr)cho arkusz 04 | —I. =1 mA \% 45| — 60 — 80 —
Wryesnyeh —Ugpiepo | arkusz 04 | —Ip = 10 pA \ gl — 1 3} = | 5| =
hoyg arkusz 08 | —I. = 150 mA, — 40 | 250 | 40 | 160 | 40 | 160
~Upgp =2V
grupa 6 - 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100
+ grupa 10 — 60 | 160 | 60 160 60 160
grupa 16 — 100 | 250 | — | — —_ —
_Itf __503 ";‘A' - 5l — | 25| — |25 | —
Y CE — 5
N2l s = .
BoE . I. = 150 mA, . . 16 | — 16 | — 1.6
—Ugp=2V
Ryiga
A3 Sprawdzenie x —I,. = 500 mA, . _
C2 Siznind- U cgear arkusz 06 _I, = 50 mA A 0,5 0,5 0,5
nych para-
. —I,. = 500 mA
) ,
metrow elek- | Uge ! arkusz 06 —I; = 50 mA A — 1,2 | — 12 | — 1,2
trycznych
—I. = 50 mA,
fr arkusz 24 | —U =5V MH: 50 | — 50 | — 50 | —
f, = 50 MHz
Ad Sprawdzcnie‘
parametrow
it [ arliee 8 | T ooe T 80 % WA | — | 30| =1 30 | — 1] 30
W Eoug = —I; =0
= 100°C (po-
ziom IIT i IV)
" Pomiar impulsowy: ¢, < 300 ps, 8 < 2%.
2) Tylko dla tranzystorow selekcjonowanych w parach.

Tablica 3. Wymagania szczegétowe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegbtowe ’
! 2 3 4
1 B1, CI Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej wypro- proba Ub, 5 N; proba Ua,;, 10 N
wadzen ‘
Sprawdzenie szczelnosci proba QL
2 B3 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne potozenie tranzystora w czasie spadania: wyprowa-
dzeniami do gory
3 B4, C4 Sprawdzenie wylrzymalbéci na udary wielokrotne | mocowanie za obudowg
4 BS, C§ Sprawdzenie wytrzymatosSci na nagle zmiany tem- Ta==55°C, Ts = 125°C
peratury
5 B6, Cé6 Sprawdzenie odporno$ci na narazenia elektryczne | uklad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5; obcigzenie:
— dla BD 136: —I¢c = 33 mA, —Uce = 30 V
— dla BD 138: —Ic = 24 mA, —Ucg =42 V
— dia BD 140: —Ic = 18 mA, —Uce =55V




BN-83/3375-32/05

cd. tabl. 3
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegélowe
l' 2 3 4
6 C2 Sprawdzenie odpornodci na suche gorgco tamp-= 100°C
Sprawdzenie odpornosci na zimno tamb = -40°C
¥ C3 Sprawdzcnie masy wyrobu okoto 0,7 g
8 c4 Sprawdzenie wytrzymalosci na przy$pieszenie state kierunek probierczy: wzdluz osi wyprowadzen, mo-
cowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatoéci na udary wielokrotne mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymalosci na wibracje o stalej
czestotliwosci
9 . Sprawdzenie wytrzymalosci na cieplo lutowania temperatura kapieli 350°C, czas rekliﬁatyzacji 6 h
10 C7 Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno Lsig min = —35°C
(poziom jakosci IV}
11 C8 Sprawdzenie wytrzymatoéci na suche goraco tsig max = 125°C
(poziom jakosci
I i IV)
12 Cl10 Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku i tabl. |
13 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie ciSnienie atmo- temperatura narazenia 25°C
(poziom jakoS$ci sferyczne
I1 1 1V)
14 D2 Sprawdzenie wytrzymalosci na rozpuszczalniki aceton, sprawdzane wymiary: [, b, @P, masa
okoto 0.7 g ‘
15 D3 Sprawdzenie palnosci zewng¢trznej wg l:"N—78/T-01515, zatacznik 2 p. 4.3
16 D4 Sprawdzenie wytrzymalosci na plesn brak porostu ple$ni na badaniu
(poziom jakosci '
I i IV)
17 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgl¢ solna polozenie tranzystora dowolne
(poziom jakosci
II] i 1V)
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D
: Metoda Wartosci graniczne
Oznaczenie ——— : _ Jed-
’ i i ] A 14
Lp :l[-::rc:;':u wg PN-78/ Warunki pomiaru Podgrupa badan stk BD 136 BF) 138 BI? 0
P T-01515 'min | max |min| max |min | max
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 —Icso arkusz 05 | —Ucs = 30 V BI, B3, B4, BS, CI )
] £ 9 ¥ t ] — o o IOO
—Is =0 ca, cs, €7, €9, DIV | A Ho 100
B6, C6, C8 nA — | 500 | — | 500 | — | 500
co¥ pA | — 30 | — 30 | — 30
2 hai# arkusz 08 —Ic = 150 mA Bl, B3, B4, B5, Cl, C2
1 L L] ? » L] ! P 4 I 0 40 160
~Ueg=2 V c4, C5, €7, €9, DIV 40250 1 40| 160
B6, C6, C8 -— 32 | 300 | 32 | 200 32 | 200
c2M! — 25 | — |25 — [25] —

) W czasie badania.

2 Pomiar impulsowy t, < 300 ps, & < 2%.
Y W czasie badania odpornoéci na suche goraco.
4) W czasie badania odpornosci na zimno.

Infgrmacje dodatkowe

KONIEC




4 \ Informacje dodatkowe do BN-83/3375-32/05

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-

trum Potprzewodnikéw, Warszawa.
2, Normy zwigzane ‘
PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napi¢é przebicia U

Uisrices U srycer U(BR)CEX )
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napig¢é przebicia U, BR)CBO

i U gryeno

. PN-74/T-01504/05 Tranzystory.
i T o

PN-74/T-01504/06 Tranzystory.
i Upgpy,, metodg impulsowa ‘

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar A, metodg impulsowa

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modutu |k, | w zakresie
w.cz. 1 czgstotliwosci fo

Pomiar pradéw wstecznych 7 caé)

Pomxa.r napig¢ nasycenia U g .

PN-78/T-01515 Elementy pbtprzewodnikowe. Ogblne wymagania -

i badania | ‘
BN-80/3375-32/00 Elementy po6tprzewodnikowe. Tranzystory mocy

matlej czestotliwosci. Wymagania i badania

3. Symbol KTM :

BD 136 — 1156221304000,
BD 136-6 — 1156221304013,
BD 136-10 — 1156221304026,
BD 136-16 — 1156221304039,
BD 138 — 1156221306002,
BD l38~6 — 1156221306015,
BD 138-10 — 1156221306028,
BD 140 — 1156221308004,
BD 140-6 — 1156221308017,
BD 140-10 — 1156221308020.

4. Warto$ci dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1.
Rezystancja termiczna zacze-obudowa R ,. < 10°C/W
Rezystancja termiczna zacze-otoczenie ij o S 100°C/W

P
wiLiot ~Ug 13V
6 |
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g .
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BN-83/33715-32/05-F

Rys. I-1. Zalezno$¢ temperaturowa catkowitej mocy wejsciowej od
temperatury P = f (tamb)

(BR)CEO® -

Rys. I-3.

5. Dane charakterysty'cme — wg rys. I-22 + [-7 i tabl. I-2.

A LI
Lemax
10 us
tcase -
< 609 100 us
500 us
1ms
0s
H8[R
Q
0,01 el T[T
il £ 0 Vv 100

Rys. 1-2. Obszar bezpiecznej pracy (SOAR). Prad wsteczny kolektora
w funkcji napigcia kolektor-emiter —Jf¢c = f(—Ucs)

ik 2,0mA]_[BD 136,136,140
ZBMAJ
= 1,6 MA
100 114mA|  tamp=25C
80
| 10mA
60
40 06mA
20 04
| b
. ~Vee
0 2 v
BN-B3/3715-32/05F3

Tablica 1-1. Warto$ci dopuszczaine

Prad kolektora w funkcji
—Ic = f(—Ucs), Is — parametr

napi¢cia kolektor-emiter

j o=

Lp. Oznacchie | Nazwa parametru Jednostka Wartodci dopuszczalne
i - BD 136 | BD 138 | BD 140

| 2 .3 4 5 6 ¥

1 —Ucso Napiecie kolektor-baza \% 45 60 80

2 —Ucso Napigcie kolektor-emiter \% 45 60 80
3 —Usso Napi¢cie emiter-baza \% 5 :
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cd. tabl. I-1
L 0:1::czctmc Nazwe prgmetr Jedriostka Wartosci dopuszczalne
i 2 BD 136 BD 138 | Bl 1au
1 2 3 4 5 6 7
4 —Ic Prad kolektora A |
5 —1g Prad bazy mA | 100
6 —Icm Maksymalny prad kolektora : A 1,3
7 Pio: Catkowita moc wejSciowa (stata lub $rednia) na tamb 5 25°C w |
wszystkich elektrodach
fease < 60°C w 6,5
R L. Temperatura 7lacza " 125
9 Lamb Temperatura otoczenia w czasie pracy g -40 + +100
10 Isig Temperatura przechowywania ; 50 =53 + #1258
8 _ 20 . :
aA TDMA m 73&138, ‘Hm v UCE' sat ) ‘T’J
ImA Uge sqt It 10
8mA tamp=25°C o 15 : T;i B
] 6mA
10
STA ' Uge sqt
mA
04 05 i
mA UCE sat -I
. 0 C
Y 1 10 00  mA 1000
02 [BN-83/3375-32/051b]
Rys. 1-6. Napigcie nasycenia w funkcji pradu kolektora Ucga =
Te=TmA = fl—Ic), Usgsa = f(—Io)
0 20 40 V 160 —
mA 6
BN-83/3375-32/05- 14 40 —F 140
Rys. 1-4. Prad kolektora w funkcji napigcia kolektor-emiter 1
—Ic = f(—Ucg), —Is — parametr 20
TUaf
100 .
tame= 25
g0 |11
80 - ] 1 I . 60
Pre 40
60
“Upe =2V s
tam Sgec y 20
-]C —V
40 0 {t
1 10 100 mA 1000 -
a5 vV 1
N_ - g,

BN-83/3375-32/U5-T-7

Rys. I-5. Statyczny wspdtczynnik wzmocnienia pradowego w funkcji  Rys. I-7. Prad kolektora w funkcji napigcia baza-emiter —I¢ =
pradu kolektora hng = f(—I¢) —Uce — parametr = f(—Usg)
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Tablica I-2. Dane charakterystyczne
L Oznaczenie Nazwa Warunki Jed- | Typ
P- parametru parametru _ pomiaru nostka BD 136 BD 138 BD 140
min | typ |max | min | typ | max |min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 —U srycBo Napigcie przebi- | —/,. = 1 mA \' 45| 80 | — | 60 | 100 | — | 80 120 —_
cia kolektorba- | —I. =
za *
2 | —Ugrcro” | Napiccie przebi- | —I, = 20 mA v 45| ss [— |6 [ 75— 8] 9% | —
cia kolektor- Iy =10
-emiter
3 —U gryeBo Napigcie przebi- —Ip =10 pA, v s| 8 — - 8 == - 8 —
cia emiter-baza —I.=0 ' .
4 —I 3o Prad zerowy ko- —Ug = 30 V nA — 5 {100 ]| — 51100 | — 5 100
lektora —I, =0
5 —-U C_,:.m” | Napigcie nasyce- | —I, = 500 mA A — (025 |05}t — 0,25 ‘0,5 — 0,25 0,5
~ nia kolektor- —I, = 50 mA
-emiter .
6 —Upper’ Napigcie nasyce- | —I, = 500 mA v = = L R2 ] = [ | L2 | = - 1,2
- nia baza-emiter —Iy, = 50 mA
T | Ry Statyczny wspél- | —I. = 5 mA — 25 — | — 25| — | — |25 — —
czynnik wzmoc- —Ueg=2V
enle gwe | o= 150 mk[ - | — [250| 40 | — | 160 |40 | — | 160
56 W =2 ¥ | |
grupa 6 - 40{ — |10o0] 40 | — | 100 |40 | — 100
grupa 10 — 60| — 160 | 60 — | 160 | 60 — 160
grupa 16 —_ 100y — |[250) — e — — — —_
—I,. =50 mA| — Bl e | =] Bl =1 = | B = -
—Upgp=2YV
8 — Stosunek sta- —I. = 150 mA — —_ 13116 — 131 16 | — 1,3 1,6
A tycznego wspol- —Ugp=2V
21E2 czynnika wzmo-
cnienia prado-
wego dla dwéch
tranzystorow
tworzacych par¢
9 Ir Czgstotliwosé —I, =50 mA MH:z 50 -150 | — 50 | 150} — 50 150 —
graniczna —Up =5V
S, = 50 MHz

) Pomiar impulsowy t, < 300 ps, & < 2%.
2} Selekcja w grupach wzmocnienia tylko na zaméwienie odbiorcy.




